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【はじめに】 AZO は，ITO に代わる透明導電膜材料として注目されている[1]。そこで本研究室

では，これまで，安価なプラスチック基板などを用いることができるようにするため，スパッタ

法により，低温度にて AZO 薄膜を作製するための検討を行ってきた。その結果，基板温度変化や

熱処理を行っても，1×10-3Ω･cm より小さい抵抗率の AZO 薄膜を得ることができなかった[2]。ま

た，同一の AZO ターゲットにより薄膜を作製していくと，薄膜の結晶性や電気特性が大きく変化

することも分かった。これらのことは，スパッタを行っていくと，AZO ターゲットの組成などが

大きく変化することに起因していると考えられる。 
 そこで本研究では，AZO 焼結体ターゲットと作製される薄膜の特性との関係を明らかにするこ

とを目的に検討を行ったため，以下に報告する。 
【実験方法】 本検討では，通常のマグネトロンスパッタ装置を用いて実験を行った。ターゲッ

トには，ZnO に Al2O3を 2wt.%添加し，1500℃にて焼結した直径 50mm の AZO 焼結体を使用した。

膜作製には DC 電源を使用し，Ar ガス圧を 0.5Pa，放電電流を 300mA とした。ターゲット表面に

対し，平行に配置したスライドガラス上に薄膜を堆積させ，膜厚は，ターゲット中心直上におい

て，約 3μm 堆積されるようにした。ターゲット及び薄膜の特性は，ターゲットの中心及び直上を

0mm とし，そこから外側へ 5mm 間隔にて計 6 点の測定を行った。なお，本実験装置のターゲッ

トのエロージョンは，ターゲット中心から外側に約 15mm 付近である。 
【実験結果及び検討】 図 1 に，約 30 分間プレスパッタ

を行った後，堆積した AZO 薄膜及び，スパッタを行う前

のターゲット，プレスパッタも含め，約 130 分間，スパ

ッタを行った後のターゲット表面の位置による Zn，O，

Al の組成のグラフを示す。このグラフより，スパッタを

行う前のターゲットと作製した薄膜の組成が，ほぼ同じ

であることが分かる。それに対し，スパッタを行った後

のターゲットは，Zn が減少し，O が増加していることが

分かる。これは，Zn と O のスパッタ率の違いに起因し，

このターゲット組成の変化が，同一の AZO ターゲットに

より，薄膜を作製していくと，薄膜の結晶性や電気特性

が大きく変化する原因の一つであると考えられる。また，

室温にて堆積した AZO 膜の熱処理を行っても，抵抗率が

減少しなかったこれまでの結果も，これに起因している

と考えられる。 
 上記以外の実験結果については，当日に報告する。 
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図 1 スパッタ前のターゲット，スパッタ

後のターゲット及び作製した薄膜の Zn，O，

Al の組成の変化 
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